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摘要(译)

为了通过利用玻璃基板实现具有大显示面积的液晶显示装置，提供具有更高电子迁移率并确保制造波动较小的改进的低温多晶层
TFT。通过利用由与Diamond结构的{111}双边界结合的多晶颗粒形成的半导体薄膜（称为准单晶薄膜），可以在预定的特性波动范
围内实现具有更高电子迁移率的TFT。作为TFT的沟道区（即有源区）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/378532a1-1c81-41f9-9e6b-1d3b74bf3118
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034611343/publication/US2005230683A1?q=US2005230683A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220050230683%22.PGNR.&OS=DN/20050230683&RS=DN/20050230683



